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Bolim 3.4. : FET Transistorlerin DC Kutuplanmasi

Bolim 3.4.1. : JFET Sabit-Biasli Konfiglrasyon

Ornek: Sekil 3.14.’te verilen devre semasini kullanarak siklarda istenilen degerleri
hesaplayiniz.
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Sekil 3.14. llgili Sekil



Cevap:

a)Ves =2 V (FET ler de geyt ile sors arasinda akim akmaz)

b)Ip = Ipss (1 - %)2 = 10mA (1 —:—2)2 = 5.625 mA

P

¢) Vbs =Vbp-loRo=16-(5.625 mA)(2 kQ)=4.75 V
d)Vp = Vps = 4.75 V

e)Vg = Vgs = -2V

f)Vs=0V



Ornek: Sekil 3.15.’te verilen devrede Vgs= -2.6 V olmak lizere siklarda istenilen
degerleri hesaplayiniz.
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Sekil 3.15. ilgili Sekil



Cevap:

a)Ip = Ipgs ( —%)2 =8mA (1 —%6)2 = 2.6 mA

P

b)Vps= Vpp- In(Rs+Rp)=20-(2.6 mA)(1 kQ + 3.3 kQ)=8.82 V
c) Vs= IpRs=(2.6 mA)(1 kQ)=2.6 V

d)Ve=0V

e)Vp= Vps+ Vs=8.82+2.6=11.42 V



Bolim 3.4.2. : JFET Voltaj Bolucu-Biasl Konfiglirasyon

Ornek: Sekil 3.16.da verilen devrede Ip degeri 2.4 mA olarak dlctilmusse siklarda
istenilen degerleri hesaplayiniz.
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Sekil 3.16. lgili Sekil



2V, = RpVpp _ (270kQA6V) _ 4 gy
G ™ Ry+R, 2.1 MQ+0.27 MQ '

Vas=Vg-IoRs=1.82-(2.4 mA)(1.5 kQ)=-1.8 V
b)Vo= Vop- IoRp=16-(2.4 mA)(2.4 kQ)=10.24 V
¢) Vs= IpRs=(2.4 mA)(1.5 kQ)=3.6 V
d)Vps= Vp-Vs=10.24-3.6=6.64 V
e)Vpg= Vo- Vg=10.24-1.82=8.42 V




Bolim 3.4.3. : Depletion MOSFET Voltaj Bollicu-Biasl

Konfiglirasyon

Ornek: Sekil 3.17.de verilen n-kanal Depletion MOSFET’te Vgs=-4.3 V olarak
Olcilmusse ilgili devre semasini kullanarak siklarda verilen degerleri hesaplayiniz.
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Sekil 3.17. Ilgili Sekil
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Cevap:

a)Ves=- IoRs
-4.3=-15(2400)-> I5=1.79 mA

b) VGS=VDD‘ IDRD=20'(179 mA)(62 kQ)=89 V



Bolim 3.4.4. : Enhancement MOSFET lerde Geri Besleme

Biasli Konfiglirasyon

Ornek: Sekil 3.18.”de verilen Enhancement MOSFET te Vgs=-4.3 V olarak 8lciilmuiisse
ilgili devre semasini kullanarak siklarda verilen degerleri hesaplayiniz.

]"I

l..‘lu

Ry & 2k0
R(; L-':
AP, Il
10 MG L
: D LuE
C Ipjony = 6 mA
1 ; G J Vosiom =8 V
V. o ! >
]| V-:;sm} =3V

Sekil 3.18. ilgili Sekil
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a) VGs=6 V iken |D=?
b) 1p=2.75 mA iken Vp="
Cevap:
_ Ipcon __6ma _ -3 2
a) k= (Vgson)—Vesn)?  (8V—-3V)2 0.24 X 1072 A/V
ID == ID == k(VGS - VT)Z == 024 X 10_3(6 - 3)2
= 2.16 mA




Bolim 3.4.5. : Enhancement MOSFET lerde Voltaj Bollicl

Biasli Konfiglirasyon

Ornek: Sekil 3.19.”da verilen Enhancement MOSFET’te Vgs=12.5 V iken ilgili devre
semasini kullanarak siklarda verilen degerleri hesaplayiniz.
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Sekil 3.19. ilgili Sekil

Cevap:



_ Ip(om) __3mA _ -3 2
= = =0.12 X
Ak (Veson)—Vesrn)?  (10V-5V)2 0.12x107=A4/V

ID — ID —_ k(VGS - VT)Z —_ 012 X 10_3(125 - 5)2=675 mA
b)Vos=Voo-lo(Rs+Ro)=40 V-(6.75 mA)(0.82 kQ+3 kQ)=14.4 V




